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Полупроводниковые гетероструктуры с самоорганизованными квантовыми точками (КТ) могут быть использованы в качестве активных элементов эффективных источников света, лазеров, фотоэлектрических преобразователей энергии излучения, элементов памяти [1].  Термическая эмиссия носителей заряда, захваченных на КТ, в разрешенные зоны полупроводниковой матрицы, существенно влияет на параметры таких гетероструктур. Исследование механизмов этой эмиссии, определение ее скоростей и различных факторов, влияющих на их величину, является необходимым условием совершенствования полупроводниковых приборов с КТ.

В данной работе проведен детальный анализ полученных методом адмиттанс – спектроскопии экспериментальных данных по температурной зависимости скорости эмиссии носителей заряда с основного состояния InAs КТ в GaAs матрицу в слое объемного заряда барьера Шоттки, сформированного на поверхности структуры.  Экспериментальные данные анализируются на основе одномерной модели термически активированного туннелирования с участием виртуальных состояний [2], которая позволяет оценить значения сечений захвата носителей заряда на КТ. При этом вид потенциального барьера, который должны преодолевать эмитируемые носители заряда, подбирается так, чтобы величины энергии связи электронов и дырок в КТ были близки к найденным из результатов измерений вольт-фарадных характеристик исследованных структур. 
Полученные таким образом сечения захвата электронов для одиночного слоя InAs КТ в GaAs матрице экспоненциально растут с увеличением энергии связи основного состояния (размера КТ). Установлено, что со средним латеральным размером 9 нм и 20 нм значения сечений захвата электронов лежат соответственно в диапазонах 1*10-14 – 2*10-13 см2 и 4*10-12 – 2*10-11 см2 .
Проведены также исследования процессов эмиссии носителей заряда в гетероструктурах с вертикально связанными слоями InAs КТ в GaAs матрице.
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